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Рассматривается динамика плазмы взрывоэмиссионного центра – эктона [1], как ячейки катодного пятна в приложенном внешнем тангенциальном к поверхности катода магнитном поле. Показано, что благодаря расширению плотной металлической плазмы вдоль поверхности поперек магнитного поля происходит поляризация плазменного сгустка, такая что дополнительный положительный заряд формируется на «обратной» стороне от центра и отрицательный – на «Амперовской» стороне. Так как движение катодного пятна представляет собой появление новых взрывоэмиссионных центров и отмирание старых, то добавочный положительный/отрицательный заряд у поверхности повышает/понижает вероятность появления новых взрывоэмиссионных центров на обратной/Амперовской стороне. 

Следует отметить, что образующийся поляризационный ток j( гораздо меньше Бомовского в центральной области (где плотность плазмы выше 1020см‑3, а пространственный размер ~10‑4см). Однако Бомовский ток спадает с радиусом, как и плотность плазмы пропорционально r‑2. Выделим условно три характерные области плазмы. Центральная область – содержащая основную плотность плазмы (n>1020см‑3) имеющая размер r<10‑4см, здесь влияние магнитного поля пренебрежимо мало. Внешняя область – где плазма достаточно разрежена для того, чтобы электроны могли стать замагничены: (e(e~1 (плотность n<1015-1016см‑3, размер более r>10-2см), здесь влияние магнитного поля таково, что возможно развитие МГД неустойчивостей. И средняя промежуточная область, где влияние магнитного поля выражается в поляризации плазмы (индуцировании поляризационного тока) при термическом расширении плазмы взрывоэмиссионного центра (со скоростью ~106см/с [2]). 

Отметим также, что максимальный поток энергии из плазмы на поверхность катода благодаря току j( гораздо меньше 100МВт/см2, требуемого для инициирования плазмой новых центров на чистой поверхности [3]. То есть имеет смысл учесть дополнительное влияние избыточного заряда на поле у поверхности. Это наиболее просто сделать, используя аналог уравнения Маккоуна и задав увеличение/уменьшение объемного положительного заряда на границе слоя через увеличение/уменьшение ионной плотности на обратной/Амперовской стороне. Далее можно вычислить плотность тока автоэмиссии j. Затем – вычислить время задержки до омического взрыва tec~h/j2 – время инициирования нового взрывоэмиссионного центра – эктона (h – интеграл действия h~109с*А2/см4). 

Характер движения катодного пятна – появления новых взрывоэмиссионных центров, как известно, имеет случайный характер с характерным коэффициентом диффузии r2/(~1 см2/с. Наложение внешнего поля приводит к спрямлению траектории. Примем в качестве скорости движения эктона величину x/10-8с, где x – ширина области от границы взрывоэмиссионного центра, где время задержки tec менее 10нс. Тогда оцененная таким образом скорость направленного движения (в «обратном» направлении) vretr составляет примерно vretr ~ B, где vretr задано в [см/с], а поле B – в [Гс]. 
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